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Groter dan 30 mA bij 10V of meer = P groter 300mW = destructief
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Ook bruikbaar voor Ug-ld metingen,

zowel N als P JFET en N als P enhanced CMOS



G

G

G

BF244 25K147

ENH: BS107
BS250 (P)
BF245 Y BF247 H

25K49 NTE312

P8000
P8002

BS170 BSN10A
VN66

BF256 BF410

TIS73/TIS74

H = SD&DS reverse OK
BF246 H 25K30 25K34 25K125
2N3819
ENH: BSN10
2N7000 DIGISID|G|/
J308 J309 J310 H 25K192A MPF102
J108 J109 J110 d 25K19
Gnd
BFW10 H
BFW11 d
(GSD)
G D S



DGSDG )
©® FET TESTMODULE o







o MeEL LECL WODAME

DC2SDC

aLan o
M 0o
exf
o
18]
ﬂago
I8 338
28
|u68: es
n 33
o I8
o
CHD




(- ] Us GND GND Ub @
- ) - ] o _©O
GND (- ] o On .
o 0o 0 «» Pro
% w23z §g°g Sor
|ng 68 23 § - ] Swoo
150 > oo o000
bt Olo o +Id
N b ° oooooo ° PEIABR @
ext MUMM
Ug S - ]
gnd © ???H"
ZC 1N\ o
o DGSDG o
JFET TESTMODULE




